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В качестве исследуемых были выбраны системы MeH2PO4(Me= 
K, Na)/ Sb2O5•2.7H2O (полисурьмяная кристаллическая кислота, ПСКК), 
с массовой долей MeH2PO4 0-50%., приготовленные по методике[1]. Об-
разцы изучались методами рентгенофазового и термического анализа, 
диэлектрические характеристики измерялись при комнатной температу-
ре с помощью прецизионного анализатора компонентов АМ3028 в диа-
пазоне частот 20 Гц-300 кГц и импульсными методами протонного маг-
нитного резонанса. 
Для всех исследуемых систем наблюдаются максимумы диэлек-
трических характеристик при объемной доле фосфатов 10-15%. Макси-
мальное значение проводимости в частотно-независимой области, 0,03 
См/см, наблюдается для образца с массовой долей дигидрофосфата 
натрия 12%. Частотные зависимости для всех образцов подобны. При-
рода щелочного катиона в фосфате, по-видимому, влияет на концентра-
цию носителей заряда в интерфейсе из-за различия в способности к об-
мену с протонными группировками из объема ПСКК. Все характеристи-
ки спектров композитов не могут быть описаны известными выражени-
ями для простых смесей. 
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Сплавы типа Finemet (FeSiBNbCu) в нанокристаллическом состо-
янии обладают превосходными магнитомягкими свойствами [1]. Высо-
кие величины намагниченности насыщения и низкая коэрцитивностъ 
достигаются путем термообработки аморфного сплава, в результате ко-
торой формируются нанокристаллы ОЦК-Fe(Si) со средним размером 
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зерна порядка 10 нм, расположенные в остаточной аморфной матрице. 
Тонкие пленки данного сплава представляет особый интерес для маг-
нитной сенсорики, что требует исследований корреляции процессов 
кристаллизации в зависимости от толщины пленки, условий термообра-
ботки и их магнитных свойств. В представленной работе рентгенострук-
турными методами исследовалась микроструктура тонких пленок сплава 
типа Finemet, легированного молибденом. 
Пленочные образцы были получены ионно-плазменным высоко-
частотным распылением мишени Fe72.5Cu1.1Nb2Mo1.5Si14.2B8.7 на кремние-
вую подложку. Пленки толщиной 50, 100, 150 и 200 нм отжигались при 
температурах от 450 до 600°С (1 час). Рентгеноструктурный анализ по-
казал, что отжиги приводят к кристаллизации с образованием зерен 20-
40 нм размерa. Для пленки толщиной 200 нм, отожженной при темпера-
туре 550°С, был проведен текстурный анализ. Как видно из полюсных 
фигур, построенных для плоскостей (110) и (200) ОЦК-Fe(Si) при углах 
2Θ = 69.6° и 106.7°, соответственно, в процессе кристаллизации зерна 
ориентируются случайным образом, что свидетельствует об отсутствии 
текстуры в пленках. Схожие результаты были получены для лент сплава 
Fe73.5-хCrxSi13.5B9Nb3Cu1 в [2]. Для пика малой интенсивности (см. рису-
нок, (б)) и для уровня фона при угле 2Θ = 80.0° (см. рисунок, (в)) 
наблюдалась слабая зависимость интенсивности от угла поворота об-
разца в его плоскости, предположительно связанная с влиянием моно-
кристаллической подложки.  
 
 
Полюсные фигуры для пленки толщиной 200 нм после термообработки 
при температуре 550 °С в течение 1 часа: (а) – плоскость (110), 2Θ = 
69.6°; (б) – плоскость (200), 2Θ = 106.7°, (в) – фон, 2Θ = 80.0° 
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The giant magneto-impedance (GMI) effect is the great change of the 
electrical impedance that soft ferromagnetic materials exhibit when a magnet-
ic field is applied. It is based on the skin effect, consisting in the change of 
the skin penetration depth of the electromagnetic field in a conductor. GMI 
research is of great interest due to the potential technological and biomedical 
applications as small magnetic field sensors. GMI sensors presently have the 
highest sensitivity to a magnetic field in the standard technological tempera-
ture range of -50 to 120oC. Flexible substrates are an attractive solution for 
GMI biosensors, which could be directly incorporated into the microfluidic 
systems. 
In this work, we have designed a [FeNi(170 nm)/Ti(6 nm)]3/Cu(500 
nm )/[Ti(6 nm)/FeNi(170 nm)]3 multilayer and deposited it onto a rigid glass 
and onto Cyclo Olefine Copolymer (COC) flexible substrates. The multi-
layered structure was prepared by rf-sputtering with metallic masks under a 
constant magnetic field of 250 Oe that was applied parallel to the film plane 
in order to induce a well-defined transverse magnetic anisotropy. In thin 
films, it is necessary to use frequencies in the MHz range in order to obtain 
the high impedance variation. The magneto-transport measurements at these 
frequencies must be performed using radio-frequency (RF) techniques. The 
GMI results presented in this work are based on the measurements of the scat-
tering parameters using a vector network analyser when the sample inserted 
in a microstrip transmission line [1].The GMI ratio ΔZ/Z was defined with 
respect to the value at the maximum field Hmax= 150 Oe: ΔZ/Z = 100×([Z(H)-
Z(Hmax)]/ Z(Hmax)). 
Figure below shows the frequency dependence of the maximum GMI 
for the samples deposited onto glass and COC substrates, respectively. For 
the sample deposited onto a glass substrate 145% ratio of impedance change 
